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Cercetare

Renasterea unui domeniu
high-tech in Romania?

Institutul de Microtehnologie - 15 ani de activitate

IMT (Insfitutul de Microtehnologie) a fost
infiinfat la 23 ivlie 1993, prin Hotdrdre
de Guvem, ca unitate in subordinea Min-
isterului Cercefdrii si Tehnologiei (MCT).
IMT a apdrut prin transformarea Centrului
de Microtehnologie (CMT, 1991), care la
data aceea gestiona deja (pe baza unui
contract, reziliat in 1997) cea mai impor-
tantd parte (procesele tehnologice si
proiectarea asistatd de calculator) din Tn-
treprinderea Microelectronica S.A.

Hotdrare de Guvern, prin care IMT

fuziona cu ICCE (Institutul de Cer-
cetare pentru Componente Electronice)
si devenea institut national, sub denu-
mirea de Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microtehnologie
(IMT- Bucuresti). IMT a fost reacreditat
ca institut national in 2001 si in 2008 (de-
talii pe site-ul www.imt.ro). Din punct de
vedere istoric, este interesant cd daci
ICCE (la inceput «centru») ar fi su-
pravietuit ca atare, in momentul de fatd
ar fi putut sdrbdtori patru decenii de exis-
tentd. De fapt conferinta ICEE (denumita
CAS), devenitd pe parcurs internationala
si ulterior « mostenita » de citre IMT a
apdrut exact acum treizeci de ani si editi-
ile ei anuale s-au desfisurat neintrerupt.
In legdturd cu aparitia CMT (ulterior
IMT) mai mentionam faptul ci termenul
de «microtehnologie» a fost sugerat de
citre Presedintele de atunci al Academiei
Roméne (Mihai Driganescu). Din 1991 si
pand in prezent, directorul (directorul
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:’I\: n noiembrie 1996 a apirut o noua

general) al CMT, IMT, IMT-Bucuresti a
fost autorul prezentului articol.

IMT este situat pe platforma industri-
ald de la Bineasa, unde a fost localizati
industria de semiconductori din Rom4-
nia. Pand in 1990 aceastd industrie a
functionat din plin. Declinul a inceput,
in mod paradoxal, cu cea mai perfor-
mantd dintre fabrici, Microelectronica
S.A., si a fost provocat de desfiintarea
CAER (sper ci cititorii isi mai amintesc
ce reprezintd aceste initiale). Fabrica
functiona intr-un sistem care asigura in-
treprinderii romanesti proiecte, semifa-
bricate, piata etc., sistem care a dispdrut
brusc. Este interesant cd politica CMT si
apoi a IMT a tinut seama de ce s-a intdm-
plat pe teritoriul fostei RDG (Republica
Democratd Germand), imediat dupi in-
globarea acesteia in RFG. Singurul lucru
care s-a putut face in Roménia a fost
acela de a reorienta cercetarea din zona
semiconductori si microelectronicd spre
ceea ce se numea tehnologia microsis-
temelor sau MEMS (microtehnologii), in
prezent micro-nanosisteme (micro si
nanotehnologii). Acesta este “modelul
german”, aplicat din 1994 si in pro-
gramele cadru ale UE. Din 1993 Roma-
nia are in toate planurile (programele) de
cercetare-dezvoltare o tematicd de “mi-
crotehnologii”, ulterior de micro-na-
notehnologii. La nivelul PNCDI II (PN
II), de tematicd “micro-nano” (corelata
cu PC7) beneficiazi mai multe unititi de
cercetare si firme, din diverse domenii,
ceea ce demonstreazid ca domeniul (ca-
racterizat de cercetare multidisciplinard
si aplicatii variate) a evoluat si la noi in
tard. De asemenea, sistemul de organi-
zare cu “institute nationale”, amintind de
institutele “non-profit” tip Fraunhofer
din Germania a fost si el benefic.

Sunt putine de spus insd despre poli-
tica industriald a Roméniei in domeniul
semiconductori — microelectronici, in
anii '90. “Boom-ul” mondial din anii
1993-95 nu a ldsat nici o urma in Roma-
nia. Specialistii din domenii, citi nu au
emigrat, sunt regrupati astdzi in IMT, in
invitdmantul superior, dar si in nu-
meroase firme private, unele extensii ale
unor companii importante pe plan mon-
dial. Actualul Minister al Economiei si
Comertului, directioneazi colaboririle
internationale spre IMT, ca un semn ci
acesta din urmi are deschidere industriald
in domeniu.

Prezentul IMT

Nu vom rememora aici principalele
etape din istoria IMT. Ne vom referi ex-
clusiv la momentul 2008 care este carac-
terizat de doua aspecte importante.
Primul, este legat de darea in functiune a
unor noi facilitati experimentale, grupate
in centrul de servicii tehnologice IMT-MI-
NAFAB. Al doilea este legat de partici-
parea la Programul Cadru 7 al UE (PC 7).

Facilitatea IMT-MINAFAB (IMT faci-
lity for MIcro and NAno FABrication) este
una dintre putinele disponibile in noile
state membre ale UE. Ea este intr-un
amplu proces de dezvoltare, care se va fi-
naliza in 2010. Resursele accesibile in acest
moment partenerilor IMT si in primul
rand firmelor gizduite in parcul stiintific




Cercetare

MINATECH-RO sunt exemplificate d
citre fotografiile de mai jos: (a) imagine
din camera albi clasa 1000, inaugurati re-
cent si (b) statia de nanoinginerie.
Participarea largd a IMT in diverse
tipuri de proiecte din PC 6 a creat prem-
izele unei implicari mai profunde a institu-
tului in proiecte de cercetare ambitioase
din PC7, in consortii puternice, care includ
firme private (a se vedea si Centrul de ex-
celentd finantat de UE si prezentat intr-un
numdr anterior al revistei). Aceste proiecte
sunt prezentate succint in continuare.
Laboratorul RF MEMS din IMT este
partener in proiectul STREP din FP7-
ICT/2007, Nr. 224101, denumit “Enabling
MEMS-MMIC technology for cost-effec-
tive multifunctional RF-system”, acronim
MEMS-4-MMIC (2008-2011). Coordona-
torul proiectului este IMST GmbH Ger-
mania, iar partenerii sunt FOI Suedia, VIT
Finlanda, OMMIC Franta, SAAB Mi-
crowave Systems Suedia, IMT Roménia si
IEMN Franta. Proiectul are ca scop dez-
voltarea circuitelor integrate monolitice de
microunde, cu suportul noilor tehnologii
de tip MEMS. Grupul din IMT va avea un
rol important in proiectarea si caracteri-
zarea antenelor i retelelor de antene pen-
tru 24 si 77 GHz in tehnologie LTCC (Low
Temperature Cofired Ceramic - tehnolo-
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Digtal Microscopy Imaging

Imagine SEM a unei structuri de receptori
cu antend Yagi-Uda, pentru 77Gz,
realizatd in laborator,

in cooperare cu LAAS-Touluse

gie pe substrat ceramic, cu multiple stra-
turi, procesate termic, simultan, la tempe-
raturd joasd). Aplicatiile tintd sunt radare
anticoliziune si platforme mobile pentru
comunicatii prin satelit.

Laboratorul de Microfotonica este
partener in proiectul integrat STREP din
FP7-ICT/2007, “Flexible Patterning of
Complex Micro Structures using Adaptive
Embossing Technology” (FlexPAET) Con-
tract nr 214018 (2008-2011), aria tematici
FP7 NMP-2007-3.5-2, Production tech-
nologies and equipment for micro-manu-
facturing. Coordonatorul proiectului este
Fraunhofer Institut fiir Produktionstech-
nolgie (IPT)- Aachen Germania. Parte-
nerii sunt: Oy Modines Ltd. (Finlanda),
Zumtobel Lighting GmbH (Austria),
Commissariat a | ’energie atomique-CEA
(Franta), Gaggione SAS, Franta, Eitzen-
bergerLuftlagertechnik GmbH (Germa-
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Vega GTescan
Digital Microscopy Imaging

Structura interdigitata cu linii nanometrice
de aur pe siliciu,
pentru aplicatii in detectia de UV

Laboratorul de caracterizare microfi-
zicd si nanostructurare din IMT este
partener in proiectul STREP din FP7-
ICT-2007-1 “Carbon nAnotubeTechno-
logy for High-speed nExt geneRa-
tion nano-InterconNEcts”, acronym
CATHERINE. Proiectul este condus de:
Consortio
Sapienza Inno-
vazione (Italia),
iar parteneri
sunt: Universita-
tea “La Sapienza”
(Roma, Italia),
Universitatea din
Delft (Olanda),
+ Universitatea
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nia), JOHANN FISCHER ASCHAFFEN-
BURG Prizisionswerk GmbH & Co.
KG(Germania), Datapixel S.L. (Spania), In-
novalia (Spania), Temicon GmbH (Germa-
nia), IPU (Danemarca), IMT (Roménia),
Fundacio Privada Ascamm (Spania).
Proiectul are ca scop dezvoltarea unui pro-
ces tehnologic flexibil i ieftin, bazat pe
tehnici de replicare pe arii mari a unor mi-
crostructuri, pentru fabricarea pe scari
largi a elementelor optice difractive. IMT
va participa la proiectarea structurilor,
dezvoltarea unor algoritmi pentru con-
trolul si optimizarea procesului, caracteri-
zarea proceselor si structurilor.

| Elemente optice difractive

' | binare si multi-nivel cu detalii
' | micronice si submicronice
/| reclizate in IMT

“Paul Sabatier”
(Toulouse, Fran-
ta), Universitatea
din Salerno (Ita-
lia), LU-CFI (Le-
tonia), IMT-Bucuresti, Roméania), FOI
(Suedia), INFN (Italia), Philips (Olanda)
si Smoltek AB (Suedia). Scopul proiectu-
lui este dezvoltarea de nanointerconexi-
uni cu nanotuburi de carbon, destinate
inlocuirii conexiunilor clasice din cir-
cuitele integrate. IMT va contribui la re-
alizarea unor structuri test destinate mi-
surdrii caracteristicilor electrice de inalti
frecventd ale nanointerconexiunilor si la
caracterizarea FEG-SEM si SPM a mate-
rialelor si structurilor implicate in

proiect.
m Acap. DAN DascAaLu
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